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を Ge 中の不純物量を 1013 ~ 1016 cm- 3 の範囲に変化させて測定し、遠赤外光伝導として、 1 )光熱イ
オン化によるものと、 II) 温度に依存しないもの(残留光伝導)の二種類が存在することを確認し、
後者がが不純物の増加による不純物間相互作用による不純物電子のイオン化エネルギーの減少による
ことを実験的に見出した。また水素分子モデルによって LCAO法で理論的な計算を行い、イオン化
エネルギーの減少を確認し、ランダム分布を仮定し、理論的な光伝導と実験とを比較した。上の考え
は半導体の不純物伝導の問題に新らしい考えを導入したもので大きな進歩をもたらすものと考え、充
分に学位に値するものと考える。
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